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はじめに：La2O3は Si基板と直接接合により、比較的高い誘電率を持つ sillicate層を形成するこ 

とが知られており、次世代 high-k材料として注目されている。この La2O3を用いて CeOx/La2O3MOS 

デバイスを作製すると La2O3MOFETに比べて電気特性が改善されることが報告されている[1]。今 

回同様なサンプルを作製し電気特性が改善される機構について詳しく考察する。 

実験方法：SPM洗浄の後、HF処理をしたソース-ドレイン形成済み p-Si(100)基板上に電子線蒸着 

法を用いて La2O3、CeOxをそれぞれ堆積し、RFスパッタ法によってWを堆積した。裏面電極お 

よびソース・ドレイン電極として Alを蒸着後、熱処理として F.G.雰囲気で 500℃アニールを行い 

測定を行った。 

結果：Fig 1に今回作製を行ったMOSFETの電子移動度を示す。なお、Matthiessen則を用いて解 

析を行うため、CeOxをキャップしたMOSFET及び La2O3単層のMOSFETの移動度を用いること 

によりμadd=(1/μw/Ce－μw/o Ce)－1を求めた。詳細は当日に発表する。 
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Fig.1  Electron mobility change by CeOx capping.
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